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e dans un matériau isolant, située entre le CI et 40 une couche mtermédlalre diélectrique traversée de
Ie CE, dont les dimensions dans ledit plan de vias conducteurs sur les deux faces de laquelle
référence sont largement supérieures & cslles du sont appliqués des motifs de pistes conductrices
Cl, sur laguelle est fixée le Cl du c6t6 opposé & sa selon une technique classique de réalisation de
face active ; linterconnexion désirée est assurée circuits imprimés. Ces motifs sont déterminés en
au moyen de fils conducteurs d'électricité (dits "die 45  fonction des distributions d'alimentation et de si-
bonding” et dont la finesse est du méme ordre de gnal 3 réaliser puis les exirémités de vias d'une
grandeur que celle des plots du CI) reliant les plots face d'une couche sont soudées & des pistes adé-
du C! & des pistes conductrices d'électricité (dont quates de la face en vis-2-vis de la couche adja-
la finesse de réalisation est intermédiaire entre cente.
colle des plots du Cl et celle des points de &0 Une autre solution connue d'aprés la demande
connexion du CE) qui sont réalisées sur et/ou au de brevet européen EP-A-0 268 111 consiste, pour
sein de I'embase, ces pistes divergeant autour du interconnecter des puces de semiconducteur et un
Cl par exemple vers des pattes, qui sont destindes substrat commun d'interconnexion, & interposer
2 Btre fichées dans des trous d'un Cimp. 1l est plusieurs feuilles diélectriques portant chacune des -
également connu de munir une telle embase, non 65  pistes de conducteurs paralidles déposés par mé-
pas de pattes, mais de plots, placés 2 la périphérie tallisation et psrmettant les interconnexions voulues
de la face de I'embase située en regard du CE, 2 I'aide de vias conducteurs percés ou interrompus
reliés auxdites pistes par exemple au moyen d'une dans certaines des couches.



howevef: - because of their fineness, the bonding wires are fragile; in
order to mnim-ze this fragility, these wires 20 are as short as possible
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bondi ng rqylue détaillée et en perspecti- Iectnquement isolant et dont le coefficient de dila-
ve d'une prem variante du dispositif de la tation thermique est avantageusement sensible-

figure 4 dessiné isolément, et représenté en ment égal & celui du Cl 1. Les dimensions de la

cours de fabrication ; 40 lamelle dans le plan de référence sont avantagou-

- la figure 6, une partie des éléments de la sement sensiblement les mémes que celles du Cl

_ figure 5 ; 1 qui est par exemple carré. Sur les faces 601 et

. - la figure 7, une vue non détaillée et en pers- 602 se trouvent respectivernent des plots 61 et 62,
pective éclatée d'une seconde variante du disposés respectivement en face des plots 11 du

dispositif de la figure 4, dessiné isolément ; 4 Cl 1 et des points de connexion 41 du CE 4, et

- la figure 8, un schéma synoptique d'urie pre- dont la finesse est intermédiaire entre celle des

midre variante d'un procédé de fabrication .+ plots 11 du Cl 1 et celle des points de connexion

" d'une lamelle du dispositif selon I'invention ; " 41 du CE 4. Les plots 61 de la premiére face 601

- la figure 9, un schéma synoptique d'une par- sont reliés, par exemple de fagon biunivoque, 2

tie d'une seconde variante d'un procédé de 50 ceux 62 de la seconde face 602 par des voies

fabrication d'une lamelle du dispositif selon conductrices d'électricité fusibles (non représen~

P'invention ; t6es sur cette figure 3) dont au moins une relie un

- la figure 10, une vue de dessus illustrant des plot 81 donné (de la premidre face 601) & un plot
variantes du dispositif de la figure 4, dessiné 62 donné (de la seconde face 802) décalé dans le

isolément. _ " 86 plan de référence 7 par rapport au plot 61 considé-

Sur ces différentes figures, d'une part I'échelle ré. Sur cette figure 3, le Cl 1, le dispositif 6, et lo

réelle n'a pas été respectée, et d'autre part les CE 4 sont représentés écariés les uns des autres,
inémes - références se rapportent aux mémes élé- mais ces éléments sont en réalité en contact les



maki ng use of a very nmuch sinplified device, whichis 35 easy to

manuf act ure and i nexpensive by virtue of very rigorous standardization of
the interconnecti an el enents. gEpq/agieds Bihese drawbacksg are elimnated by
an i nterconnec- tion device between an integrated circuit and. an -4-
el8ctrical circuit, and a method of fabrication as defined in Clains 1
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33, whsah darpsipreeduceés. e ege glerfapri nt i ng sensitiigment perpendiculaire au plan de réié-

R description de la figure 4 est analogue 2 celle rence 7, passant par un centre 631 (respecti-
: ‘de la figure 3. 36 vement 832) du quadrillage Qi de la premié-
La figure 5 illustre de fagon détaillée une pre- re face 601 ;
miére variante du dispositif 6 de la figure 4, dessi- - une piste longitudinale 96 (respectivement
né isolément et représenté en cours de fabrication 97), sensiblement rectiligne, réalisée sur la
: avant son utilisation, ce dispositif est destiné & seconde face 602, sensiblement paralidle a la
subir un traitement {exposé dans ce qui suit), qui 40 seconde diagonale D; du quadrillage Qi -
dépend de la correspondance désirée enire les (paralidle & la direction S/E - N/Q), et de
plots du C! et les points de ¢onnexion du CE. Ce méme longueur que la piste longitudinale 94
dispositif 8 comporte une lamelle 100, dite de (respectivement 95).
décalage et appelée "strate matricielle de décala- Au cours de la description des figures 5 et 8,
ge" (et notée SMDP) & cause du fait qu'elle com- 45 le. quadrillage Qi de la premidre face 601 a été
porte moins une voie conductrice d'électricité. re- arbitrairement pris comme référence, mais celui Q2
liant un.plot 61 donné (de la premiére face 601) & de la seconde face 602 aurait pu jouer le m&me
un plot 62 donné (de la seconde face 602) décalé rble.
par rapport au plot 61 considéré, comme cela a été Au stade de fabrication du dispositif 6 illustré
spécifié dans ce qui précéde. Plus précisément, 50 sur les figures 5 et 8, chaque plot 611 {respective-
comme illustré sur la figure 6 qui représente une . ment 612) de la premiére face 601 est relié d'une
partie des éléments do la figure 5, une voie part A un plot 621 (respectivement 622) non déca-
conductrice d'électricité est susceptible de relier : © I8, et d'autre part & un plot 822 (respectivement
- soit un plot 611 (respectivement 612), situé 621) décalé d'un nombre p = 1 de pas du quadril-
sur la premigre face 601, & un plot 621 55 lage Qi dans la direction E - O : les plots de la
(respectivement 622), situé sur la seconde SMDP 100 sont donc regroupés par quatre (deux
face 602 de la lamelle, non décalé (autrement plots analogues aux plots 611 et 612, et deux plots

dit, décalé d'un nombre p = 0 de pas du analogues aux plots 621 et 622).



agnul ar* pl ate 32; these tracks 33 diverge (as Figure 2 shows) towards |eads
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lamelle du premier type ost susceptible d'introdui- matériau électriquement isolant, pendant une
e, pour chaque groupement de quatre plots analo- étape 10 ;

gues & ceux 611, 612, 621, 622 des figures 5 et 6, - des trous sont percés, & travers la lamelle,
un décalage dans fa direction E-O des quatre sensiblement perpendiculairement & ses fa-
points cardinaux N, E, S, O qui lui sont propres 45 ces, aux sommets et aux centres d'un qua-
{sur la figure 7 seul le point cardinal N 21, 22, 23, .. drillage sensiblement régulier, durant une
24 de chaque SMDP du premier type 1000, 2000, ' étape 20 ;

3000, 4000 a été dessiné). Une combinaison du - la surface interne de ces trous est recouverte
choix des trajets au sein de chaque SMDP, de d'une couche conducirice d'électricité : com-
I'orientation des SMDP 1000, 2000, 3000, 4000, .. so0 me par exemple du métal, ce qui constitue
., les unes par rapport aux autres, et du nombre n une étape 30 ;

de SMDP, est donc susceptible d'assurer n'importe - des pistes conductrices d'électricité sont réa-
quelle correspondance entre les plots de la premig- lisées, par exemple par sérigraphie, sur cha-
re face de la SMDP 1000 qui est située en regard cune des faces de la lamelle, selon le dessin
de la face active du Cl, st coux de la seconde face &5 correspondant aux figures 5 et 6 pendéant une
de la SMDP qui est située en regard du CE : sur le étape 40 ;

cas particulier illustré par la figure 7, dans un - une définition des plots de chacune des fa-
repére fixe 29 correspondant aux quatre points ces de la lamelle que I'on désire relier consti-
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‘or det ;une phase 84 de passagR@ps by ip fRPSCt- t r ack  SYM situés ges pointsdagopnexion (47), ledit

vement dans les b trous correspondants de la dispositif (6), reliant des plots du CI (1 et des
premigre lamelle-moule ; points de connexion du CE (4), et comportant :

- une phase (85, 88) de fabrication st de per- - au moins une lamelle d'un premier type
gage d'une seconde lamelle-moule, ayant 40 (100), fabriquée dans un matériau électri-
sensiblement les m&mes caractéristiques que _ quement isolant, placée entre 1a face ac-
la premiére et comportant en outre des tive (12) du Cl (1) et le CE (4), dont les
moyens de fixation desdits b fils ; faces comportent chacune des plots (61,

- une phase 87 de passage des fils dans la 62, 811, 612, 621, 622), les plots (61,
seconde lamelle moule et de positionnement 45 611, 621) d'une premiére face (601), si-
‘de celle-ci ; _ tude en regard du Cl (1), étant disposés

- une phase B8 de fixation des b fils respectl- ] " en_face de ceux (11) du Cl (1), et les
vement dans les b trous correspondants de " plots (62, 612, 622) de la seconde face
ladite seconde lamelle-moule ; ) {602), située en regard du CE (4), étant

- une phase 89 d'injection d'un matériau dur-  so disposés en face des points de
cissable, électriquement isolant, entre les connexion (41) du CE (4), ladite lamelle
deux lamelles-moules ; (100) comportant en outre des moyens

- une phase 90 de sectionnement des b fils, de internes (91 ; 98 ; 94, 93, 96 ; 95, 92,
part et d'autre du matériau durcissable aprés 97), assurant un contact électrique entre
son durcissement, les b fils constituant les- &5 les plots (61, 611, 621) de ladite premié-
dits chemins transversaux. re face (601) et ceux (62, 612, 622) de

Une 8l analogue 2 celles 1002, 2003, 3004, ..., ladite seconde face (802),

de la figure 7, est réalisée selon un procédé de



-8- substantially straight-line, produced on the first fac

substantially parallel ‘to a first diagonal DI of the grid agﬂjﬂg ll "I l",
the SSW- NE digection), andgplgasbqighi of which is qqual

di agonal of an 5 el ementary square Ce of the grid QL; - a transverse
path 93 (92 respectively), <called "indirect", substantially
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| and &g2@ atcelletdada lamenb duldispesil, cole | and 621 to the |land 612, which amounts to
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accor®f asgue pRlle des fils second choi c¥. ment paraligle 3 1a face active du Ci (1), o
- une phase 84 de passage des b fils respecti- sont situés des points de connexion (41), Iedlt
vement dans les b trous correspondants de la dispositif (6), reliant des plots du CI (1) et des
~ premiére lamelle-mouls ; ‘points de connexion du CE (4), et comportant :
- une phase (85, 86) de fabrication et de per- - au moins une lamelle d'un premier type
gage d'une seconde lamelle-moule, ayant 40 (100), fabriquée dans un matériau électri-
sensiblement les mémes caractéristiques que quement isolant, placée entre la face ac-
la premiére et comportant en outre des tive (12) du CI (1) et le CE (4), dont les
moyens de fixation desdits b fils ; faces comportent chacune des plots (61,
- une phase 87 de passage des fils dans la 62, 611, 612, 621, 622), les plots (61,
seconde lamelle moule et de positionnement 45 611, 821) d'une premidre face (601), si-
de celle-ci ; tuée en regard du Cl (1), étant disposés
- une phase 88 de fixation des b fils respecti- ) " en face de ceux (11) du Cl (1), et les
vement dans les b trous correspondants de . plots (62, 612, 622) de la seconds face
ladite seconde lamelle-moule ; (602), située en regard du CE (4), étant
- une phase 89 d'injection d'un matériau dur- 50 disposés en face des points de
cissable, électriquement isolant, entre les connexion (41) du CE (4), ladite lamelle
deux lamelles-moules ; {100) comportant en outre des moyens
- une phase 90 de sectionnement des b fils, de internes (91 ; 98 ; 94, 93, 96 ; 95, 92,
part et d'autre du matériau durcissable aprés 97), assurant un contact électrique entre
son durcissement, les b fils constituant les- 55 les plots {61, 811, 621) de ladite premié-
dits chemins transversaux. re face (601) et ceux (62, 612, 622) de

Une SI analogue & celles 1002, 2003, 3004, ..., ladite seconde face (602),
de la figure 7, est réalisée selon un procédé de :



Figure 7 gives a non-detailed view in perspective of a second variant of
.the device 6 of Figure 4, drdwn in isolation. This device inc ﬂ]

n of preferably squahge wafers of gp §héfiigppe 1000, 2000,12300(]““”(1 "“mm'l”“l
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’ transversal perpendiculaire aﬁdlt pla placées entre la face active (12) du Cl
référence (7) et un nombre prédéterminé (1) et le CE (4), les directions de décala-
et non nul de voies conductrices d'élec- ge roespectives des lamelles du premier
tricité fusibles (94, 93, 96 ; 95, 92, 97) type (1000, 2000, 3000, 4000) étant ou
traversant la lamelle (100) avec un déca- non orientées différemment les unes par
lage donné dans ladit plan de référence 45 rapport aux autres selon le décalage glo-
(7) s'effectuant pour une méme lamelie bal recherché, _
(100) selon I'une des deux dlrections de . = un nombre n-1 de lamelles d'un second
I'un des quadrillages (Qi, Q2) des faces type (1002, 2003, 3004), chacune étant
de la lamelle (100), ledit décalage corres- K intercalée entre deux lamefles successi-
pondant & un nombre préfixé entier stric- 5o ves du premier type (1000, 2000, 3000,
tement positif p de pas dudit quadrillage 4000), fabriquées dans un matériau élec-
{Q1, Q2) ; triquement isolant, dont les faces com-
- et on ce que lesdites voies conductrices portent chacune des plots qui sont de
(94, 93, 96 ; 95, 92, 97) avec décalage méme finesse que celle des plots des
comportent chacune une premiére piste 55 lamelles du premier type et sont dispo-
longitudinale (94 ; 95), rectiligne, réalisée : sés auxdits sommets, les plots des faces
sur ladite premiére face (601) paralldle- d'une lamelle du second type donnée
ment 3 une premiére direction de piste, étant roliés par des voies conductrices
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of 25 - fuBtapaf0olf i §1-88 9fkdecfalisaic| udi ng t r-ansy @hase (Bt des sectimertymt dep| aced
by a phas‘@"?ﬂ?ﬁ ChT'WES F?'BW’??H’&F‘E“dP‘EJr which is dlevép Asg ati dawre dudit metrigshi ch

i ncl udes: te“'s ib'%sf t’éﬁ"s& Bng? in a nulyeiEsable sede gon ducissamenupber of
verti ces §t gr| d, coi [l ogpstituantflesdits ehemiag transugry y
conduct i n e"°'n "ﬂa" %‘f‘ tion of SY* led 5‘6 [furcisgable;copst- and at
t he centr tau (?'se-s a phase (8§"a"té%5"a ffauisg Ftld(‘?é‘i'F'ﬁﬂ'ea first

f icgteq f r| nta to 35
the 1 nst nsuh%lt&bﬂ\aﬁ@ o aﬁg" des§%§ ¥ ﬁng i """’ Hg; to

ace areag s
that of tdeciRite fecliigndsh §hr ﬁ'éébrfeedes' ncl udi ngy, ré ﬁb %}:1
vertices fand datla ialeies fiirt @8s Sfrémide i rst gidnfde. eac t e es pref erably
havi ng. a s ashemictdindiratde shape and the dimensions of which are - 12 -
subst ant i unb ktgpd (56) deaidmitios d'ucdorrés t lie \@IAW@S, - a phase 84 of passing the b
W I es r eqpedahces ehtye lesdites tekiesnlité< eF r espondi ng hol es of the first noul d-wafer;
- a phasedude8syr BBY dedditésalecascanicelleyg and i emwicorgedtios alodcd (@ betwden lad-imes er
havi ng s edenneri laltre destits Jasaeotcdear act er i sgrated ciscui IC t(heinludingt lats e(11) cand
addi t i onaptgte relidea dlesidauememts for fi xi ng tdaeged an dn loctiv faees(12) and an electrical

Nt - une étape (60) de choix de trajets assu- 35 cicuit EC (4) including a surface substantially
rant ladite correspondance, chacun des- parallel to the active face of the IC (1), at which
dits trajets étant réalisé soit au moyen connection points (41) are situated, the said
d'un desdits chemins transversaux soit device (B) linking lands of the IC (1) and con-
au moyen d'une desdites pistes longitu- nection points of the EC (4), and including:
dinales située sur ladite premidre face, 40 - at least one wafer of a first type (100),
suivie d'un desdits chemins transver- fabricated in an electrically insulating ma-
saux, suivi d'une desdites pistes longitu- terial, placed between the active face
dinales situées sur ladite seconde face ; (12) of the IC (1) and the EC (4), the

- une étape (70) de destruction des che- faces of which each include lands (61,

mins transversaux et des pistes longitudi- 45 62, 611, 612, 621, 622), the lands (61,

nales qui n'ont pas été choisis. - 611, 621) of a first face (601), situated

. ' -... opposite the IC (1), being arranged fac-

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé - . ing those (11) of the IC (1), and the lands

en ce que les étapes de fabrication de ladite : (62, 612, 622) of the second face (602),

lamelle et de réalisation de chemins transver- 50 situated opposite the EC (4), being ar-

saux comportent : ranged facing connection points (41) of

: - une phase (82) de fabrication d'une pre- the EC (4), the said wafer (100) further

s miére lamelle-moule, fabriquée dans un including internal means (91; 98; 94, 93,

matériau non susceptible d'adhérer audit 96; 95, 92, 97), providing an selectrical

matériau isolant ; 55 contact between the lands (61, 611, 621)

- une phase (83) de pergage de ladite of the said first face (601) and those (62,
premiére lamelle-moule perpendiculaire- 612, 622) of the said second face (602),

ment 3 ses faces en des points cotres-



é‘bhaée 87 of passing the wires into the séfcond rmulhd bWafer and of
positioningthelatter 10 - a phase 88 of fixing the W r
respectively in theig corresponderg 3sghesBof the said sef.aond |m|IIHu"HIIIHu|HH“I
a phase 89 of injecting a hardenable, electrically insulating mattrital s
between the two noul d-wafers; - a phase 90 of sectioning the b wires, on
ei t her. S|'dé"°6'l's of gssemply; by HS!F'G%PF&FBF@' materi al  af ensrfadet (602 partliat td @rrecond tréak b
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941 and 96 be (OeldctrivaictoMbct, daels picthd sarE- 30  Ispdct td GoNairedion df Offtot! fof tRNGHIE
[l acuna] beticwemesiening beenanelded octbe Vel y by (100pcks 942 and 962 (972 and 952
respecti vellapds of gpnmeetign apointscwhieh auvgl ers[ | acuna] between them These two
types of traokd. the dandg ) ofHba IG (ke of ndi r edt Deriea gccording 1o adnk sof radebpedt orval y
| i\aki ng t héhersalddss fagg (601)pgf thaygeid epe- 942 (95 chaygrteriggd iY@t the apmbsr ipvie bgupl to
si tuat ed oﬁ“‘i’ﬂ‘?(ﬁ‘?aggawaé@"ﬁﬁégﬁm%fer to%he tracks 96, 961 ](c)r 962 (97,
971 or 972 agPnIpGte&RPCon t he second face of the wafer pass
t hr ough th " fopulgs gds ¢ 178 p?Jlete §°° f""? H‘bc't"ﬁba I%ﬁ%"@l‘"and
ﬁ es0 our |ds |n entl(s
tr iden ?

f o ack
ety é°is'ﬁ"°‘“& e f@g:n;‘:sﬁgo ?EE B

accordlng
035 and that

1.
devi ce (6) L,%waa ’g:,%f’é?, fff'ane (1 ralgl Clrgyit in ,qpal:

arranged Opho@BvidtelnY BhardtfeRz atand an el eq, |ca Cl rcwt ?qud I ng
abs surfacg,eaéhagztaanéz 811, ¥1D 851262 bf to the actlve face of the IC (1) at

whi ch conneetsalnwaiéti (005 setd) a Ainehess t UAL €6l Doligs SRoing O8I &8 df Dhaithd AKioNy

| ands of t nerrhédiafel betmétdl BANANERs lahdsON POI Nt ShaddctdibR MGhétdthe didhsibCbiu@bng: -
at | east ofm) etatiedC (Ofand tbi of stie dopree- ( 100) , fwaler (108)tie the ishid d¥erencaPlane (7) are

el ectri cal kign pointsutabf thgEG.eri al , pl aced bethweetally &palas thbssef thaoe(1f. 12) of

t he | C ( 1) tharpdidtinfemat@egas) (91;t 98¢ 94, #es of which each include | ands (61, 62,
611, 612, 881195 §2.297) Rrovidingagnd sleqiiel 611, 6.6 PeYicep accarding rig tonp aof Slgird 1) to 5,
s&,tuat ed o ﬁ't"é“ r?epw@te(m' ed myEbprg arrangébFf#CMF‘idgﬂ thitdidecidest) of 15 the

| G£1), an B'e ??H%a' a@"d%ﬂ@ cgD2) Bf the sekBifePer acd v(awz f the jspid frsd

opposite t % t'f‘[ uahy e, Weler” f aci ng corFYf@r%FPQ?n 200 sﬁfkg%he EC

(4), the S o the sald e iC aong{:ﬁtransI ncluding i @%‘u ’Tg (1) an thetll:]g @), the respec-’
verse path perpendicular to the said ref- tive directions of offset of the wafers of
erence plane (7), and a predetermined 40 the first type (1000, 2000, 3000, 4000)
and non-zero number of fusible electri- being oriented or not oriented differently
cally conducting channels (94, 93, 98; with respect to one another according to
95, 92, 97) passing through the wafer the overall offset sought,
{100) with a given offset in the said refer- - a number n-1 of wafers of the second
ence plane (7) being effected for the 45 . type (1002, 2003, 3004), each being in-
same wafer (100) along one of the two “terposed betweon two successive wafers
directions of one of the grids (Q1, Qz) of of the first type (1000, 2000, 3000,
the faces of the wafer (100), the. said ' .. 4000), fabricated in an electrically insu-
offset corresponding to a predefined, - lating material, the faces of which each
strictly positive, integer number p of 60 include lands which are of the same fine-
pitch of the said grid (Q1, Q2); ness as that of the lands of the wafers of

- and in that the said conducting channels the first type and are arranged at the

(94, 93, 96; 95, 92, 97) with offset sach said vertices, the lands of the faces of a
include a first, straight-line longitudinal given wafer of the second type being
track (94; 95), produced on the said first 55 linked by electrically conducting chan-
face (601) parallel to a first track direc- nels passing through this wafer without
tion, a second straight-line longitudinal offset,

track (96; 97), produced on the said sec-



93, '96; 95, 92, 97), providing an electrical contact 20 - between the |ands
(61, 611, 621) of the said first face (601) and those (62, 6
said second face (%02), - nmeangpy) IEHAEN \
pr:ovi ding an el ectrical contact between the |ands (11) of the 1TCY1) 28
and the lands (61, 611, 621) of the said first face (601) on the one hand
and -bet m@?ﬁ“ﬁheasmhﬂst(V@E'ng@l@'dGBZZ) of the dJistwafgaewidd face and the
connect i o9 pighhmigrovelumesof an electrically(4) on t he- Gt phese (8588) oftfehuicaling d seeondnbl y
means i nc’F‘l!IEH m“PF%\RS?Vtﬂ'fEsa’bP'e%tn el ect ri calWaler pvidiferipaieyl isthe samaimer i al
f or med on 6°r'1 ?5‘?’°°f‘h§‘ Be @'?rhag‘% the | ands d?"a'c@ﬁn%tf"ﬂnwﬁ(ﬂ rﬁ‘%"%f‘d.:h have
to be in §? ol 1Y4°'$’ of® t he sai d" F‘%
wel ded tor|t ‘1‘ % el *:8?} poi nt's whi EhPeef BdL vcvlg:\:rf'"gu ﬁe"a' % (11)
of the IGyf conaq@ g‘ face (601), ) ! face
and 2 g arrg'ﬁgfg

(602), the c pe‘zi@t ?%lr]\gpm hts (41) of the , 5?‘

res'pecﬁdtﬁéﬁloyfaﬁﬁca{lrﬁea W& i @RS fypb OUL, Fegul ar a9pH %Qm Q?e@ﬁ: these

four gériafeviBeadestdin %rﬁnb%%laimé ‘i’d%' cal l'y ori efsgigkin memoaﬂi ebrt

I €S pe Gharhctsrigsdan aat ihdided:N an abstract refer e%ew

5 -.15 - pasmiibeo) fQatiibatingitb iwdlr hace (12) of atdagsel @)(ol)secu& e WirdsC o €1 ng

char act eranZestilating nédtesibl; - t he | ands (61, 62, 6Githbr sfad 2f #R2daid Retdohatiid "tahe sai d

waf er (100pte 28, 00; &1-88 902 REpduchiyer medi at e baedrdesier tdBdrddning, tBé wirésecdnands

(11) of tfhsble Pegiicalhvacmiducting trapbvetshe con- nect istimting cthe tseid (trddsvered phthe afdC ( 4) ,
- \Lhe sairgthenpessingithroushntbe (vafer 198, 94, 93, 9@e @, haBBnab® Thateiaieonstiutio an

el ectri caRendiewariyde itp fedes @b Pa"%r@det er- m ned heunstle¥ngratefialof b walet. ect r i cal | y
conduct i rf pBPf’&}?n@l e pgjd veyticep: andgat passing through the wafer (100) without

of f set att °scﬂ5FhPé%‘ 'B'HB?W °"F'o t e Fai Metb@r F?CE@E‘Q&P(S’HQ of) cliimgng weBse pat h
- per pendi ¢ ﬂsﬁa' %y pl an e rizedh I that e dengituding) tipeks asgd
non- zero . 'CS cEﬁ’ge gj"&!ﬂ ically c o Phjcrﬁ‘?'n‘a’r’ﬂ’i’@gs”( thy facgy of gg:
95, 92, i e°h° "t he vvafe {¥®0) with a given offset in the
sai d ref m |ng e?fe ane wafer (100) al ong one
35 {a&i of the faces of the

of the I f@)cgfhgmﬁggf falol on9£ he grl
wafer ( 1QQ)wee 6 said leftrertitles Shuafed 'bﬁ espongi nﬁarﬁlﬁbuﬁgs%n%&ﬁ:ﬁ @EQZ ﬂ&r{ & W-

posi ti ve,onéQf the isiid RBEY aldUhdas bitddte®f PI t Ch @hrich&ieschat uf e) akti-

in that tdﬂ&hesauddonﬁé’l%fmeegn&ﬁ@ﬁﬁle' S (94, veH3seit8Gi12) Ebnta@t ereichb) (1 besiaf Set
each i ncliwiBeolecticallydinkedSt r ai ght - i ng | ongiridUéken dlekttiscénk séhaifting )m;eoduced
on t he saidepf @0)tf chalepeof (dutda propiaihgl | €l t 0 dnef i wdseritiicRehpaehillél G dk@Van Saite?5
second sttheaisgjthtcotrespendbmageachdeinthd t r ack (@8 ;ClIij)veriddiends ObbericheObsitl)@usai d
second f zeld @D beingrpmdduedd ditheabgecond t rdec knsdhinAponiteoitt)dingbn avdbbiaisVeer S e
pat’h (93;me3m9 of jonkiohdhe Isaid clyapsvensp t | es of richiungs &8) Kantaktbdreichgi dasdCin@l) niir acks

t hpough tPatbS onibY rpgRe of Peod) thg stithendi cul afrisghiuBpunktare desiGE 30 verbindbtepmeince

pl ane ( 7)longBudinal ‘rac"ﬁjé'WP'C‘é ogcdiboeMd ng t o ClawfMeist, characterized in that the
said fir {Es‘sd?"f”eg’{' bc‘!f° h‘Zé A8 t udi nal tr’aE;(’ge%sth"f@ ﬁm@e@%&m}:ﬁon and
the Sal d s§l (vlong‘?ii malr rac:;(s Si uated on'ht | ongi tudi nal atesaliial%tge Zwrﬁg;hen der ggi:/e?nace

(602) %ald socond face; 40 Selte (12) des Ci (1) und dem CE (4)
- a step (70) of destruction of the trans- liegt und deren Seiten je Kontaktbereiche
verse paths and of the longitudinal tracks (61, 62, 611, 612, 621, 622) besitzt, wo-
which have not been chosen. bei die Kontaktbersiche (81, 611, 621)
einer erston Seite (601), die dem CI (1)
8. Method according to claim 7, characterized in 45 gegenlberliegt, mit den Kontaktberei-
that the steps of fabricating the said wafer and chen (11) des Cl korrespondieren, wih-
of producing transverse paths include: rend die Kontaktbersiche (62, 612, 622)
- a phase (82) of fabricating a first wafer der zweiten Seite (602), die dem CE (4)
mould, fabricated in a material which is: N gegenliberliegt, mit den AnschiuBpunkten
not able to adhere to the said insulating s0 . (41) des CE (4) korrespondieren und wo-
material; bei die Lamelle (100) weiter innere Mittel
- a phase (83) of piercing the said first (91; 98; 94, 83, 96; 95, 92, 97) aufweist,
wafer mould perpendicularly to its faces . : die einen elekirischen Kontakt zwischen
at points corresponding to the vertices den Kontaktbereichen (61, 611, 621) der
and to the exivemities of the longitudinal &5 ersten Seite (601) und denen (82, 612,
tracks of the wafer to be fabricated; '622) der zweiton Seite (602) herstellen,
- a phase {84) of passing electrically con- ' - Mittel 2um VerschweiBen oder Verléten,
ducting wires into the holes of the said die einen elektrischen Kontakt zwischen

10



35 ‘“‘symmetric with respect to the direction of offset for the wafer (100) :
3. Devi ce according to one of Clains 1 or 2, charac- r

the nunber p is equgh to 1. 4. gposKviaqeaccording to Cz‘bal n”mlmlllnnm""”“l
characterized in - 16 - L S that the said first and setont

| ongi tudinal track direc- tions are respectively a first diagonal (D1) and
a second di depKoathktfenichem(11Xdee Chét) uhdgri d ( QL, (QRyveiteaBehntittiing winkeihed ytchiadf
each of t heddndfeglaktomiéichan (@1r 80k821) derequal to 5 (93 BRY aubweisan.dden iien Bhden Sder
Devi ce accofrsiemPelie (@l eindrsells dinflszwt t 0 4, char deidert Bingshabhen rdutch zie Lamslle

di mensi ons #hen |gen tigntaltberelaher) §2n.81he sai d ref eﬁ@b@"ffcaﬁ@k(eﬁ)‘ zyyrBvzugsebe-
subst ant i al $39) &g ANeien $eipuBdogent fir | @ (1) . 10 e (Bverbindet peyice according
to one of & 'I'-"FPé'""Ie“tG‘)Sdes(,‘fFa(‘hé" ofkrj zed jn that it |ncI udes: - a number n
of wafers ofels pstel '3"%“ 'h 'éé'g? 000, 2?0025”" "ac “°t n-

pl aced betvx)e° efv‘vﬁ‘?s:ia eme “i%;‘ of the F?’f age
respective % ogéfﬁret t he fd {%v
2000, 3000, §p’Q),kt€[) :a?& eniel o gj

to one anoti}ﬁga&ws s6Han Kb kh bmeﬂrall offas Lord ug. ysma legetnsd
waf ers of tRGdenCMAd w&ﬂépﬁdgsjég ikrovdl03 3004 each being |nterposed
bet ween t Woumehi&s B Ssie/ BmyBBbres KeHtaid-he. fl rsst v&mmng 0 Ghom déOAREpructizO06ber
4000), f abriberéidhe bdérnamschiBbukisrangatdtdty i1SUl ab, daguréiBgeRdnnzdichndt,/tas g'azas p@bn
whirch each woddnlisteuridawasi dib)ikodtaldtiemi-Oof t he swer 1héti neness as that of the

| akds of t hehewif)edes OF (1), hder ferstent SEB type and are arranged at the said
vertices, t(G@)lunthde avpiteniBeitd EOYssowie a i Ve n Vauddhieng odch tAhsprsh 8odadurth/gegenbei ng
| i nked by efiedpschivbounige ¢3hdescCf ) aohannel s prichedtndpBidia orstg hund Idieszwaltef Bahn-

Wi t hout of fdpet Schoitaipupien yon yies dlepipry byo.wel diénggriehtung de wisel argten fDiaghealen{lst o-
30 vol ume@eigft Qe Queldiegen; diaraogimdBihduct i ng WSk er Avelten BipperpladDa) fex Retars | cal
cont act bet'ﬂ%‘@?‘i’h uﬁﬁ'dPﬁﬁc'b‘?'i'é“tﬁﬁﬁiﬁd S¢he | ands{$f Geinteripuincungs dag djg, Linge dedef e
first type d@) eing ' and, on"%“ﬂ%bam H'S'Fh [ambalitg plger| Dizagaale,r 4

wafer of th 9%" i}f f:iqg'é"“ 3 3004) . Met hod of
fabri cat
abri ca '”gd gfrnze?hn , duﬁ( hat |t av&f—féﬁ&@gggﬁn egé’g% iﬁ i qulss

Gaims 1 tq, |ch 65511, 8 fd Eﬁd
fabricati n(la g@é)eﬂinsicﬂthﬁnlhfep ting na nader Lamelle (1 ) in der Bezu bene
(err) - a shfRndnllbr déb;Koftarttseoichd 43 1) yof pr OdU webkhtitMeR didichCaendd bés2C! M)
conducti ng aegm]w%aege,pmsmuspmgqmg Bd1r oug d he wafer perpendi cularly to
its faces ades [OEI (#)lisgemOr r espon- ding to the said vertices and to the
extrem ti esdi@indréremitiel (91; 08 @i193(198708, t r acles; Verichiueg dfch(ehkid adr Ansputie i1Ngs
strai ght - | 192 o sliebéiman @éksisehet rkostakt] y condus,tdaduechl gakeynsichinen) abs di¢ autdaist: on
edgch of theherstabers oloé verbrmelwmb énzahl vonki ng t he extriemellen des @stert Typm 1000, 2000,

St schmelzbaren elekirischen Leitwegen 3000, 4000), die zwischen der aktiven
(91; 98) durch die Lamelle (100) ohne Seite des Ci (1) und dem CE (4) liberein-
Versetzung hindurch an Punkten entspre- anderliegen, wobei die Richtungen der
chend den Scheitelpunkten gem#B ei- joweiligen Versetzungen der Lamellen
nem zur Bezugsebene (7) senkrechien des ersten Typs (1000, 2000, 3000,
DurchiaB und eine vorgegebene Anzahl 40 4000) je nach der gewlinschten globalen
gréBer Null von schmelzbaren elektri- Versetzung unterschiedlich sind oder
schen Leitwegen (94, 83, 96; 95, 92, 97) nicht,
aufweisen, die die Lamelle (100) mit ei- - (n-1) Lamellen eines zweiten Typs (1002,
nor auf die Bezugsebene (7) bezogenen 2003, 3004), die je zwischen zwei aufein-
Versetzung durchqueren, wobei flir eine 45 anderfolgende L.amellen des ersten Typs
gegebene Lamelle (100) die Versetzung (1000, 2000, 3000, 4000) eingelegt sind
in einer von zwei Richtungen eines der und aus einem elekirisch isolierenden
Raster (Qi, Qz) der Seiten der Lamelle Material bestehen sowie auf ihren Seiten
(100) erfolgt und einer vorgegebenen po- Jje Kontaktbereiche mit derselben Finesse
sitiven ganzen Zahl p von Schritten des 50 * wie der der Kontaktbereiche der Lamel-
Rasters (Qu, Qz) entspricht, len des ersten Typs besitzen und an den

- und daB die elekirischen Leitwege (94, Scheiteln liegen, wobei die Kontaktberei-
93, 96; 95, 92, 97) mit Versetzung je eine che der Seiten einer gegobenen Lamelle
erste geradlinige Léngsleiterbahn (94; des 2zweiten Typs Uber elektrische
95) auf der ersten Seite (601) parallel zu 55 Durchlisse durch diese Lamelle hindurch
einer ersten Bahnrichtung, eine zweite ohne Versetzung miteinander verbunden
geradlinige Lingsbahn (96; 97) auf der sind,

zweiten Seite (602) parallel zu einer

1



pat HS; 10 - a step (50) of defining a corréspondence between the s
extremties situated on one of the said faces and those situ m u ‘ H“\
ot her of the saidshaces and hagp@sspifase! ectrically lxpnked,

of: choi ce of routes providing the said 15 correspondence, each of the
saidd rout es being produced either by neans of one of the said transverse
paths or bytermaem Yeridhenooler YérsthiveiBeyai d | ongi t uciendiingsbatoprs der theeusielionsian t he
sai d fir sterf Miegvolimbn osimed lelpkidsshenof t he sai d Lamelleglurchsiechen Wit hs, f ol | owed

by one of Leitmateral d desorgiftiep udiskdigchar0  t r acks- sdinelPhesedBYrin def glelgrischy letende n
face; - aKentakhzyischyn Wfﬁg@s‘ieﬁ‘d‘@t“ﬁ'@n of the trRdeinsde Q‘f“ﬁ’sdeér?éF‘%‘f Lamgle

| ongi t udi brigichen gleRisSeifpicimar Lamplie A%t een: chosepfford °'"9°s°°kt|\’)@ according to
Claim7, emap Jé’?%rqo?%d"’qoﬁ 209% 49%%e steps of ~ B Pha gr 'EF <r and
]9]‘ 25 ]Lol"l?dﬂﬂe ﬂ?ft;’ﬂ%gfe(ﬁg i ncl ude: "a o és"b i%zi{':? 2ting a
st wa m a material" h
towtshe sa ‘{%BE 8“?Fater| al; - g,phase _( Ch Fwﬂ%peﬁ eﬁ gﬁaefﬂgt
R e Qt? lﬁ’fﬁ@lﬁ bifidt! Bilelle E& ' ts faces nfbﬂ'ﬁ hine ék‘i'glerto the
vert i cg;gtena ?nn LdnCsmed the | ongi tdémunglmegg awdits LarhelbitemV\ed- er to
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wat er. de Lingsbahnen auf jeder Seite der La- _ durch Serigraphie auf den Seiten der Lamelle
melle ausgebildet werden, die an die En- . . ausgebildet werden.

den der Durchidsse angeschiossen sind,

- einen Verfahrensschritt (50) der Definition 30
einer Korrespondenz zwischen den auf -
einer der Seiten liegenden Enden und
dem auf der anderen Seite liegenden
Enden, die miteinander elektrisch ver-

A bunden werden sollen, 35

- einen Verfahrensschritt (60) der Auswahl
der Pfade zur Realisierung dieser Korre-
spondenz, wobei jeder der Pfade entwe-
der mit Hilfe eines Durchlasses oder mit
Hilfe einer der auf der ersten Seite lie- 40
genden L#ngsbahn, gefolgt von einem
DurchlaB und gefolgt von einer auf der
zweiten Seite liegenden Léngsbahn ge-
bildet wird,

- einen Verfahrensschritt {70), boi dem die 45
nicht ausgewfhiten Durchifisse und
Léngsbahnen zerstdrt werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Schritte zur Herstellung der s0  °
Lamelle und zur Ausbildung der Durchiéisse
aufweisen:
- eine Phase (82) der Herstellung einer
erston Lamellenform aus einem Material,
das an dem Isoliermaterial nicht anhaftet, 55
- eine Phase (83), in der die Lamellenform
senkrecht zu ihren Seiten an Punkien
entsprechend den Scheitein und Enden
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